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Aby wytwarzaé nanostruktury organiczne o $cisle okreslonych wtasciwosciach
fizycznych potrzeba metod, ktére z atomowa precyzja, atom po atomie, pozwalajg naich
tworzenie. Jedng z takich metod jest synteza na powierzchni. Dzieki doborowi
odpowiednich prekursorow molekularnych stato sie mozliwe wytworzenie nanostruktur
takich jak, wstazki nanografenowe, ptatki nanografenowe, czy bardziej ztozone sieci 2D
(np. sieci metalo-organiczne). Procedura syntezy powierzchniowej zaktada, ze reakcja
indukowana jest na atomowo czystej powierzchni wybranego krysztatu. Najczesciej sg to
powierzchnie metali szlachetnych takich jak ztoto, srebro czy miedz. Wybieramy te
powierzchnie poniewaz sg tatwe w przygotowaniu w warunkach ultra wysokiej prézni (a
to wtakich warunkach prowadzimy eksperymenty). Najwazniejszym jednak argumentem
jest to, iz to te powierzchnie katalizujg niezbedne reakcje powierzchniowe, ktore
pozwalajg na synteze nanostruktur organicznych. Do obserwacji samych reakcji, ale
takze wytworzonych nanostruktur, idealnym narzedziem jest niskotemperaturowa
skaningowa mikroskopia pradu tunelowego (LT-STM). Pozwala ona na $ledziennie z
niezwykta precyzja (pojedynczych atoméw) co dzieje sie na powierzchni. Dodatkowo,
pozwala na lokalne badanie struktury elektronowej wytworzonych obiektéw, czyli na jej
podstawie mozemy powiedzie¢ jakie wtasciwosci fizyczne ma wytworzona
nanostruktura. Niestety, wspomniane wyzej powierzchnie metaliczne maja swoje wady.
Jedna z nich jest to, ze nanostruktury oddziatujg mocno z samag powierzchnig co mocno
zaburza ich wtasciwosci. Wptywa to na pomiary i powoduje ze bardzo trudno jest
zmierzy¢ doktadne wtasciwosci fizyczne samych systemow organicznych. Pewnym
rozwigzaniem jest wykorzystanie podtozy poétprzewodnikowych. Tutaj jednak istnieje
fundamentalne organiczenie fizyczne. Mikroskopia pradu tunelowego wymaga, aby
badana prébka byta przewodzgca. Jak wiadomo potprzewodniki posiadajg przerwe
wzbroniona, co powoduje ze na powierzchniach takich krysztatéw mozliwosci LT-STM sg
mochno ograniczone. Istnieje jednak jeszcze jeden rodzaj powierzchni. Sg to powierzchnie
specjalnych urzadzen, nazywanych urzadzeniami niskowymiarowymi. Nazwa
niskowymiarowe ma swoje uzasadnienie. Gorna, aktywna warstwa takiego urzadzenia,
to czesto pojedyncza (w rozumieniu - grubosci jednego atomu) warstwa wybranego
materiatu (najczesciej grafenu). Urzadzenia te maja strukture tranzystora polowego FET
(z ang. Field-Effect transitor). Dzieki temu majg unikalng wtasnos¢, ktdrej nie posiada
zadne podtoze krysztatow objetosciowych. Poprze elektryczne bramkowanie, mozliwa
jest zmiana potencjatu chemicznego warstwy aktywnej (materiatu 2D). Daje to
mozliwos¢ indukowania stanéw fizycznych niedostepnych dla  krysztatow
objetosciowych (mozemy wzbudza¢ np. korelacje elektronowe, gdzie elektrony
zachowuja sie jak atomy w sieci krystalicznej). Celem przedstawionego projektu jest
integracja nanostruktur organicznych, o réznych ciekawych wtasciwosciach fizycznych z
urzgdzeniami niskowymiarowymi. Dzieki temu poprzez urzadzenia mozliwe bedzie
wptywanie na strukture elektronowa nanostruktur. Waznym aspektem jest, ze
planowane urzadzenia niskowymiarowe sg kompatybilne z mikroskopig pradu
tunelowego. Dzieki temu, z atomowa precyzja bedziemy mogli sledzi¢ zachowanie
nanostruktur organicznych na urzadzeniu 2D.



